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Przedmiotem wynalazku jest tranzystorowy
wzmacniacz pragdu stalego o matej opornosci wej-
$ciowe]j, bardzo duzej opornosci wyjsciowej i bar-
dzo dobrej separacji obwodu wejSciowego od zmian
mocy oddawanej w obwodzie wyjSciowym, prze-
znaczony do stabilizacji pradu stalego o mnienasta-
wianej warto$ci pragdu lub o wartoSci zmienianej
w waskich granicach.

Dotychczas znane uklady wwzmacniaczy tranzy-
storowych nie rozwigzaly zadowalajgco zagadnie-
nia wplywu zmian oporno$ci obcigzenia na obwodd
wejSciowy wzmacniacza przy ustalonym pradzie
wyjSciowym, Uklady o malym wplywie. tych zmian,
oparte na wzmacniaczach réznicowych, zawierajg
duzg liczbe elementéw. '

Uklady proste jak np.: Darlingtona lub ukiad
kaskadowy z tranzystorami przeciwstawnymi wy-
kazuja zbyt duzy wplyw zmian opornosci obcig-
zenia oraz majg ograniczony zakres zmian napie-
cia na obcigzeniu. W ukladzie Darlingtona zmia-
na napiecia na obciazeniu wywoluje niemal réw-
ng co do warto$ci zmiane napiecia kolektor-baza
obu tranzystoréw. Powoduje to zmiany napigcia
emiter-baza tych tranzystoréw o okoto 5 mV przy
zmianie napiecia kolektor-baza o 10 V. Wplyw
taki jest zbyt duzy w przypadku stosowania
wzmacniaczy np. w dokladnych stabilizatorach
pragdu stalego. Ponadto zmiany mocy w obu
tranzystorach wywolujg dalsze przesuniecie cha-
rakterystyk wejsciowych.
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Celem wynalazku jest usuniecie wymienionych
wad przez opracowanie odpowiedniego uktadu.

Zadaniem wynalazku jest opracowanie uktadu
tranzystorowego wazmacniacza pradu, przeznaczo-
nego do wosiggniecia powyzszego celu i zawieraja-
cego mozliwie matlg liczbe elementow.

Wytyczone zadanie rozwigzano przez modyfikacje
znanego ukladu dwutranzystorowego, polegajaca
na dolgczeniu trzeciego tranzystora w ukladzie
wspolnej bazy separujgcego tranzystor wejSciowy
od zmian napiecia na obcigzeniu.

Wedlug wynalazku modyfikacja ta polega na
polgczeniu emitera separujgcego tranzystora z ko-
lektorem wej$ciowego tranzystora, oraz bazy sepa-
rujgcego tranzystora bezposrednio z kolektorem
wyjSciowego tranzystora, a poprzez opornik lub

" diode Zenera, z emiterem wejSciowego tranzysto-

ra a ponadto kolektor separujacego tranzystora
jest polaczony z baza tranzystora wyjSciowego.

Wprcwadzenie separujgcego tranzystora pozwo-
lito na dolgczenie opornika sprzezenia kompensa-
cyjnego. Opornik ten dolacza sie miedzy emiter
separujgcego tranzystora i emiter wyjSciowego
tranzystora. Usuwa on wplyw zmian mnapiecia na
obcigzeniu na wyjSciowy tranzystor wzmacniacza
przez co uzyskuje sie niemal calkowity niezalez-
no§¢ pradu obcigzenia od zmian opornosci obcig-
zenia.

Wynalazek zostanie blizej objasniony na przy-
kladach wykonania pokazanych mna rysunku, na
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ktérym fig, 1 i fig. 2 przedstawiajg uklady wzmac-
niacza, za$ fig. 3 przedstawia stabilizowane Zrédio
zawierajgce w ukladzie ten wzmacniacz. Uklad
z fig. |1 rézni sie¢ od ukladu z fig. 2 rodzajem
tranzystorow (pnp zamiast npn lub odwrotnie),
oraz kierunkami prgdéw i mapieé. Uklad polgczen
i zasada dzialania wyzej wymienionych ukltadow
sg identyczne.

Tranzystory T1.i T2 pracujg jak w =manym
ukladzie dwutranzystorowym,K Tranzystor T3 jest
elementem separujgcym tranzystor T1 od obcig-

* zenia. Dioda D1 lub opornik Rl ustalajg napiecie
kolektor-emiter tranzystora T1. Dicde Zenera D1
zaleca sie stosowaé wowezas, gdy prad wyjscio-
wy I, ulega zmianom. Opornik R2 jest elementem
sprzezenia kompensacyjnego. Prad wyjSciowy I,
plynie przez opormik obcigzenia R,. Uklad jest za-
silany z jednego zrédia napiecia statego U,.

Parametry ukiadu w miewielkim tylko stopniu
zalezg od parametréw elementéw. Wymagane jest
dostatecznie duze wzmocnienie pradowe tranzy-
storéw wejsciowego T1 i wyjSciowego T2 oraz ma-
ly prad wsteczny Icg, tranzystora wejsciowego TL
Oporno§¢ wejsciowa ukladu jest réwna opornosci
baza-emiter wejSciowego tranzystora T1, a wiec
rzedu setek omdéw. Oporno§é wyjsciowa wzmac-
niacza, po odpowiednim dobraniu opornika sprze-
zenia kompensacyjnego R2, moze osiaggnaé wartosé
rzedu setek megaoméw dla szerokiego =zakresu
zmian opornosci obcigzenia R,. U, jest napieciem
wy jSciowym.

Uktlad przedstawiony ma fig. 3 jest ‘zasilany ze
zrédla napiecia statego U,. Blok Sy jest stabiliza-
torem mnapigcia odniesienia Uy. Blok Wpg jest
wzmacniaczem pradu stalego wedlug wynalazku,
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Od doboru warto$ci opornika Ry zalezy warto§&
pradu wejsciowego Iy 1 napiecia wejSciowego Uy.
Prad wyjsciowy I, r6zni sie od pradu Iy o prad
Ig, ktory ma warto$¢ pomijalnie mats.

W omawianym ukladzie zastosowano wamac--
niacz jak na fig. 2. Stosujgc uklad jak ma fig. 1
nalezy na fig. 3 zmieni¢ zwroty pradéw i napieé:
na przeciwne. Zrédlo wytwarza prad I, o usta--
lcnej warto$ci. Warto§¢ ta moze byé wybrana w-
przedziale zaleznym od stosowanych elementéw:
wzmacniacza, ap.: Io = 0,1 ... 10 mA. Zrédio cha-
rakteryzuje sie duza niewrazliwo$ciag na zmiany
opornoéci obcigzenia, np.: dla I, = 1 mA opornosé
obcigzenia R, moze zmieniaé si¢ od 0 do 50 kQ
wywotujgc uchyby pradu I, nie wieksze od 0,029,

Zastrzezenia patentowe

1. Tranzystorowy wzmacniacz pradu stalego sta—
nowigcy modyfikacje ukladu dwutranzystoro--
wego znamienny {ym, Ze zawigra separujacy
tranzystor (T3) ktérego emiter polaczony jest
z kolektorem wejéciowego tranzystora (T1), je-
go baza polgczona jest z kolektorem wyjScio—
wego tranzystora (T2), a poprzez opornik (R1)
lub diode Zenera (D1) z emiterem wej$ciowego.
tranzystora (T1), kolektor za§ tranzystora se-
parujacego (T3) polaczony jest z baza wyjscio-
wego tranzystora (T2). .

2. Ukiad wzmacniacza wedlug zastrz. 1 znamien-
ny tym, Ze zawiera strojony opornik (R2) sprze-
‘zenia kompensacyjnego wigczony miedzy emi- -
terem separujgcego tranzystora (T3) i emite-
rem wyjSciowego tranzystora (T2).
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